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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Явища переносу в гетероструктурах з квантовими ямами на основі напівпровідників А3В5.

Назва роботи англійською:
The transport phenomena in the heterostructures with quantum wells based on III-V compounds.

Реферат українською:
Наведені результати експериментального дослідження і аналізу механізмів електропровідності,
гальваномагнітних та фотоелектричних явищ в селективно легованих гетероструктурах на основі Ge-Si і
напівпровідникових сполук А3В5 з різними типами квантових ям і -шарами домішки в ямах або прилеглих
шарах бар'єру. Зроблені чисельні розрахунки енергетичного спектра та рухливості електронів, просторового
розподілу зарядів, величини магнітоопору. На їх основі побудовані моделі, що пояснюють поведінку
електронного газу в рівноважних умовах та в умовах розігріву сильним латеральним електричним полем, в
сильних магнітних полях. Проаналізована роль домішкової зони у формуванні енергетичного спектра
електронів, її вплив на явища переносу в структурах з -шарами домішки в області КЯ. Досліджена залежність
параметрів мілкої домішки від її положення в КЯ. Дані рекомендації щодо можливого використання
результатів роботи при створенні різних приладів електроніки та оптоелектроніки.

Реферат англійською:
The presented results are obtained from experimental investigations and analysis of mechanisms of electric
conduction, galvanomagnetic and photoelectric phenomena in the selectively doped heterostructures based on
Ge-Si and III-V semiconductor compounds with different kinds of quantum wells and -layers of impurity in the
wells or adjacent barrier layers. The numeric calculation of the electron energy spectrum and mobility, spatial
charge distribution, magnetoresistance magnitude have been carried out. Based on them, the models are
developed which explain behavior of electron gas under the equilibrium conditions and conditions of heating up by
strong electric field, in strong magnetic fields. The contribution of the impurity band into formation of the electron
energy spectrum, its impact on the transport phenomena in the structures with -layers of impurity in the QW
region have been analyzed. The dependence of the shallow impurity parameters on its position in QW has been
studied. The recommendations on possible application of results in development of different kinds of electronic
and optoelectronic devices are given.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Результати експериментального дослідження електропровідності,
гальваномагнітних та фотоелектричних явищ в селективно легованих гетероструктурах на основі Ge-Si і
напівпровідникових сполук А3В5 з різними типами квантових ям і -шарами домішки в ямах або прилеглих
шарах бар'єру та визначені механізми явищ. Комп'ютерні програми для чисельних розрахунків
енергетичного спектра та рухливості електронів, просторового розподілу зарядів, нові фізичні моделі, що
пояснюють поведінку електронного газу в рівноважних умовах та в умовах розігріву сильним латеральним
електричним полем, в сильних магнітних полях. Дані про роль домішкової зони у формуванні енергетичного
спектра електронів, її вплив на явища переносу в структурах з -шарами домішки в області квантової ями.
Результати експериментальних та теоретичних досліджень залежності енергії зв'язку мілкої домішки від її
положення в квантовій ямі, залежності енергії зв'язку та енергетичного спектру носіїв у ямі від ступеня
іонізації домішки.

Назва НТП англійською: The results of experimental investigations of electric conduction, galvano-
magnetic and photoelectric phenomena in selectively doped heterostructures based on the Ge-Si and III-V
semiconductor compounds with different kinds of quantum wells and -layers of impurity in the wells and adjacent
barrier layers; the mechanisms of phenomena are determined. The data on role of the impurity band in formation
of the electron energy spectrum, its impact on the transport phenomena in the structures with the -layers of
impurity in the region of a quantum well. The results of experimental and theoretical investigations of the shallow
impurity binding energy dependence on its position in a quantum well, the dependence of the binding energy and
energy spectrum of carriers in a well on the extent of impurity ionization.
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Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Встановлено,що при розміщенні легуючої домішки у квантовій ямі, починаючи з концентрацій,
більших 2?1011 см-2, провідність в латеральному електричному полі зумовлена парціальними внесками
провідностей носіїв заряду в підзонах квантових ям та в домішковій зоні. Наслідком є мала ефективна
рухливість носіїв заряду в таких структурах при низьких температурах, аномальний характер
концентраційної залежності, аномальна температурна залежність холлівської рухливості носіїв заряду у
структурі з тунельно-зв'язаними квантовими ямами, одна з яких є дельта-легованою. Показано, що у
структурах, дельта - легованих у бар'єри, латеральна електропровідність відбувається по структурним
квантовим ямам та домішковим ямам, які обумовлені кулонівською взаємодією вільних електронів та
іонізованих домішок. Рухливість електронів у домішковій ямі більш, ніж на порядок, менша рухливості
електронів у структурній квантовій ямі. Провідність по домішковій квантовій ямі зумовлює додатний
магнітоопір. Розігрів носіїв латеральним електри
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